
 

Fig. 1. Device structure of solution-processed 

top-gate Cn-BTBT FETs.  
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1．はじめに 

 低分子半導体ベンゾチエノベンゾチオフェン誘

導体 (Cn-BTBT) は塗布形成が可能であり、極め

て高い電界効果移動度を示すことから大きな注目

を集めている。Cn-BTBT FETではオクチル側鎖を

持つ C8-BTBT が一般に用いられるが、Cn-BTBT 

FETの移動度はアルキル鎖長に対して明確な依存

性を示すことが真空蒸着法により作製した FET

において明らかにされている[1]。本研究では、ス

ピンコート法により作製したトップゲート型

Cn-BTBT FET[2]において、アルキル鎖長とデバイ

ス特性の関係を調べたので報告する。 

2．実験 

 図 1 に本研究で作製したトップゲート型

Cn-BTBT FETのデバイス構造を示す[2]。半導体層

には異なるアルキル鎖長を有する C6-、C8-、

C10-BTBT を用いた。Cr/Au ソース-ドレイン電極

を有するガラス基板を洗浄した後、Cn-BTBT溶液 

(クロロベンゼン溶媒 1 wt%) をスピンコートし、

乾燥させた。その後、ゲート絶縁膜としてCYTOP

層をスピンコート法により積層し、Alゲート電極

を真空蒸着により形成した。 

3．結果及び考察 

 図2にトップゲート型Cn-BTBT FETにおける電

界効果移動度のアルキル鎖長依存性を示す。チャ

ネル長は接触抵抗の影響を避けるため、350 mと

した。電界効果移動度は C10-BTBT を用いた場合

に最も高くなり、アルキル鎖長が長くなるほど増

加することが分かった。この様な移動度のアルキ

ル鎖長に対する依存性は真空蒸着膜と同様であり、

アルキル鎖間の相互作用が Cn-BTBT の分子重な

りに大きな影響を及ぼすことを示唆している[1]。

一方、図 2の移動度ばらつき、最高移動度は真空

蒸着膜と比べ改善していることが分かった。また、

アルキル鎖長の異なる Cn-BTBT FET では、FET

特性や移動度のチャネル長依存性にも違いが見ら

れることが分かった。詳細については当日報告す

る予定である。 
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Fig. 2. Distribution of field-effect mobilities of 

solution-processed top-gate Cn-BTBT FETs. 

Channel length is 350 m.  
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